BXY 27

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - LEISTUNGS - VARAKTORDIODE
fiir Frequenzvervielfacher bis zum S-Band

-

Mechanische Daten:
Geh#use: Metall + Keramik

MaBangaben in mm.

o190 163
r-—zim L—].?O ot o]
— Q—gﬂ
T L R
o010 | MLl 5160 5208
)
300 4?2 A K %ﬂ 198
i vVZ 7200170
Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 55 V
Verlustleistung P = max. 4 W
Sperrschichttemperatur $5 = max. 175 °C
Ausgangsleistung
bei Frequenzverdopplung von 1 auf 2 GHz Py 2 5 W
Kapazit#t bei Ug = 6 V, £ = 1 MHz C = 4,5 pF
Grenzfrequenz fg = 100 GHz
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BXY 27

Absolute Grenzwerte: 6
Sperrspannung: ~ Up = max. 55V Prox
Verlustleistung: P = max.’ 4 W (W)
Sperrschicht—-
temperatur: 83 = max. 175 °C
Lagerungs—
temperatur: 8g = min. -65 °C 4
9g = max. 175 oc \
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht \
und Geh&use: Rip 6 $ 20 gra/w
2
Als Gehfusetemperatur ist die
Temperatur des Katodenanschlusses
zu verstehen.
0 AY
0 100 9 (°C) 200
Kennwerte: (bei %y = 25°C)
Sperrstrom bei Up = 6 V: Ip = 0,001 (51) LA
Kapazit#t bei Up = 6 V, £ = 1 MHz: ¢ = 4,5 (3,0...6,5) pF
Streukapazit8t: Cp = 0,25 pF
Serien-Induktivit¥t: Lg = 650 pH
Serienwiderstand
bei Ugp = 6 V, £ = 2 GHz: Rg = 0,4 Q
Grenzfrequenz bei Up = 6 V 1): fg = 100 (2 50) GHz
Wirkungsgrad als Frequenzverdoppler N
bei Py = 10 W, £, = 1 GHz: ’ .o = 60 (£ 50) %
Wirkungsgrad als Frequenzverdreifacher
bei Py = 10 W, £; = 1 GHz: n = 40 %
1
1) f =
g -
2 n Rg (c Cp;
2) vgl. Schaltung auf der nfichsten Seite
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BXY 27
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BXY 28

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXITAL - LEISTUNGS - VARAKTORDIODE

fiir Frequenzvervielfachung bis zum C-Band

Mechanische Daten:

Geh8use: Metall + Keramik

MaBangaben in mm.

203 .
:tIo 150 o 28
@300 %152 ﬁh'r'"“"—"_ K %152 %1g8
7 ¥
l R vz 7200071
Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 45 V
Verlustleistung P = max. 3,5
Sperrschichttemperatur %5 = max. 175 °C
Ausgangsleistung
bei Frequenzverdopplung von 2 auf 4 GHz P2 2 3,5 W
Kapazitft bei Up = 6 V, f = 1 MHz c = 1,5 pF
Grenzfrequenz . fg = 100 GHz
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.69



BXY 28

Absolute Grenzwerte:
]
Sperrspannung: Ug = max. 45V ;
;
=
Verlustleistung: P = max. 3,5 W Prax
Sperrschicht- (w) —
temperatur: 85 = max. 175 °C ;
4
Lagerungs-
temperatur: 3g = min. -65 °C
$g = max. 175 °C —
Wirmewiderstand: X
zwischen Sperrschicht ¢ 2 1
und Geh#use: Bip g = 30 grd/w + -
N
Als Geh#usetemperatur ist die I
Temperatur des Katodenanschlusses
zu verstehen. o
N
0 i [ : N
0 100 95 (°C) 200
Kennwerte: (bei 9y = 25°C)
Sperrstrom bei Ug = 6 V: Ip = 0,001 (2 1) pA
Kapazit#t bei Ug = 6 V, f = 1 MHaz: c = 1,5 (1,0...2,5) pF
Streukapazit8t: Cp = 0,25 pF
Serien-Induktivitdt: Lg = 650 pH
Serienwiderstand
bei Up = 6 V, £ = 2 GHz: RS = 0,9 Q
. Grenzfrequenz bei Up = 6 V 1): fg = 100 (2 80) GHz
Wirkungsgrad als Frequenzverdoppler N
bei Py = 7 W, f1 = 2 GHz: = 55 (£ 50) %
Wirkungsgrad als Frequenzvervierfacher
bei Py = 2 W, £, = 562 MHz: n = 40 %
1
Dot - 2 7 By (C-C_)
s 10-Cp
2) vgl. Schaltung auf der n#chsten Seite
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BXY 28

VZ 730194
L]
(%)
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Frequenzverdoppier L] ]
11=2GHz, 1, = 4GHz
50
Frequenz-
vervierfacher
i =5625MHz [T
1, = 225GHz
0
0 25 5 p(w) 75
10
¢ N\ ] f = 1MHz
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BXY 29

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - LEISTUNGS - VARAKTORDIODE

fiie Frequenzvervielfachung bis zum X-Band

Mechanische Daten:
Gehfuse: Metall + Keramik

MaBangaben in mm.

CY e e e
] *3-2’8
T ¥ !
060 1 11 {4160 4208
030212 1 a 10152 975

l vzm00m
Kurzdaten:
Sperrspannung Ugp = max. 25
Verlustleistung P = max. 1
Sperrschichttemperatur 8y = max. 150 °c
Ausgangsleistung
bei Frequenzvervierfachung von 2,25 auf 9 GHz Py 2 0,3 W
Kapazit#t bei Ug = 6 V, f = 1 MHz C = 1,0 pF
Grenzfrequenz . fg = 120 GHz
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BXY 29

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung : N Un = max. 25 V

Verlustleistung: P = max. 1w

Sperrschichttemperatur: $J = max. 150 °c

Lagerungstemperatur: 9 = min. -55 °C
8 = max. 150 °

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Geh&duse: Ry G 2 s0 grd/w

Als Gehdusetemperatur ist die Temperatur des Katodenanschlusses zu verstehen.

Pmﬂx VZ 730013
(w)
1
\
\
\
\
08 ‘\
1
\
\
[
0 50 100 9.¢c) 150
}%-39 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



Kennwerte: bei §_ = 25C

BXY 29

U
. ~ <
Sperrstrom bei Up = 6 V: I, = 0,001 (= 1) pA
Kapazitit bei Up =6 V, f = 1 MHz: c = 1,0 (0,8...1,5) pF
Streukapazitit: CP = 0,25 pF
Serieninduktivitéat: Ls = 650 pH
Grenzfrequenz bei Up = 6 V: 1) t, = 120 (2 90) GHz
Wirkungsgrad
als Frequenzvervierfacher >
bei P1 =1W, f1 = 2,25 GHz: n & 30 %
1
) ¢ -
'3 2 n RS C-Cp
vzryooe
1 I
ﬁa | _| | Frequenzvervierfacher
5| || =2250Hz
[T |n = 96H
& 25°C
40
A
35
30
25
0 05 TR w 8
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BXY 32

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - VARAKTORDIODE

fir Frequenzvervielfachung bis zum X-Band

Mechanische Daten:

GehHuse: Metall + Keramik
Magangaben in nm.

221 Lo 470+t )63,
20 :;7510 152
—J *Oﬁa
T 5 !
oo g0 I 160 208
300 152 7 p K 1198
l vz 7200m1
v
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 20 V
Verlustleistung P = max. 1 W
Sperrschichttemperatur $J = max. 150 °c
Ausgangsleistung
bei Frequenzvervielfachung von 1 GHz auf 10 GHz P2 = 20 mW
Kapazitdt
bei UR =6V, f=1MHiz c = 0,75 pF
Grenzfrequenz . fg = 150 GHz
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.69
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BXY 32

Absolute Grenzwerte:

-

Sperrspannung:
Verlustleistung:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Gehduse:

"Uzci

»

@
2]

<®

Bin 6

max.
max.
max.

min.

maxe.

é 50

20 V
1w
150 °c
-55 °c
150 °c

grd /W

Als Gehiusetemperatur ist die Temperatur des Katodenanschlusses zu verstehen.

Pmm' VZ 73001
W)
1
\
\
\
\
\
\
\
\
% 50 00 5o B0
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BXY 32

o

Kennwerte: bei 9U =25C
Sperrstrom bei Up = 6V: I, = 0,001 (§ 1) pA
Kapazitdt  bei UR =6V, f =1 MHz: C = 0,75 (0,5...1,0)pF
Streukapazitdt: Cp = 0,25 pF
Serieninduktivitédt: Ls = 650 pH
Speicherzeit: ts = 50 ns
Umschaltzeit: tu é 150 ps
Grenzfrequenz bei Up = 6 V: 1) fg = 150 (3 100) GHz
Ausgangsleistung als Frequenzvervielfacher >
bei f, = 1 GHz, f, = 10 GHz, P, = 0,5W: P, = 20 (£ 15) mW
27w R, (C-C_)
g S P
7200632v1
150 SRR P, I ]
ITTTTTT (mW)
& f, =163 GHz w0l 1% = 16Rz
(mWw) A= 1W | | |7, =10GHz
Y= 25°C Yy =25°C
\
100 0 .
3 /
/
f
/
20
50 /
\
10 7
/
0 0
5 10 f, (GHz) 15 (] 05 1 A (W) 15
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

ANDERUNGEN VORBEHALTEN BXY 35 .. .4]

SILIZIUM - PLANAR - VARAKTORDIODEN

Mechanische Daten:

(vgl. nichste und tiberndchste Seite)

Typ
BXY 35 BXY 36 BXY 37 BXY 38 BXY 39 BXY 40 BXY 41
Bauform
A X
B X X X X X X
C X X X X X X X
D X X X X X X
E X X X X
Kurzdaten: BXY 35 BXY 36 BXY 37 BXY 38 BXY 39 BXY 40 BXY 41
Durchbruch- >
spannung UBR e 100 70 70 50 40 25 25 A
Grenz- N
frequenz fg = 25 75 100 120 150 180 200 GHz
Kapazitdt c > 6 4 2 1,2 0,8 0,4 0,25 .
< 12 6 4 2,0 1,2 0,9 0,50 P
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.71
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BXY 35...41

Kennwerte: BXY 35 BXY 36 BXY 37 BXY 38 BXY 39 BXY 40 BXY 41
Durchbruch- ~
spannung
bei I, = 10 pA:
R >
U £ 100 70 70 50 40 25 25 Vv
BR
Grenzfrequenz
bei Up = 6 V:
£ 2 25 75 100 120 150 180 200 GHz
Kapazitidt
bei Up = 6 V:
c > 6 4 2 1,2 0,8 0,4 0,25 F
< 12 6 4 2,0 1,2 0,9 0,50 P
Umschaltzeit:
t, s 500 350 300 200 150 100 ps
Speicherzeit:
tg = 150 100 75 50 50 25 ns
Wiarmewiderstand: (zwischen Sperrschicht und Gehduse)
<
Ry 6= 10 20 20 30 40 50 50 grd/w
25
e 23
VN
Abmessungen in mm: A
| 893 - ¥
203 max
: 3
A (BXY 35) max m,asx
l 103 {
max ,
vy
)
swin—- ’n,so
10,72
198 K\ Ilo-32unF
1083 VE 7200571
max*—
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(BXY 36, BXY 37, BXY 38, BXY 39, BXY 40, BXY 41)
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(BXY 35, BXY 36, BXY 37, BXY 38, BXY 39, BXY 40, BXY 41)

22
4419 8%

g% 4410
3% ) 470 %33
l ¥ L )

2,50 I || G I | 250
%73 1T A KT 923%
f t ¥ i f f
T RER 394 | 453
457 1308 | | | 38| 457

202 —+ b2l ni vz one
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(BXY 36, BXY 37, BXY 38, BXY 3Y, BXY 10, BXY 41)

028__ /1] — gigg
023 T“
K A T
267 L | an
#3554 #300
3-48UNC” |
e glz-g —T_II'E‘Z vzn20128

(BXY 38, BXY 39, BXY 40, BXY 41)
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BXY 35...41




